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 مرتبة علمی:

 استاد

 نام و نام خانوادگی استاد:

 کوثریانعبدالنبی 

 :نیمسال تحصیلی

 98-99دوم  

 گروه:

 برق

 دانشکده:

 مهندسی

 تعداد واحد: 

3 

 نام درس:

 رساناهای نیمهافزاره

 دورة تحصیلی: 
 ارشد و دکترا کارشناسی

 :در برنامه درسی دوره جایگاه درس

توانید الاععیا    فراگییری آن دانشی و میی   این درس یکی از دروس اساسی کارشناسیی ارشید و دکتیرای  گیرایک الکترونیی  اسیا کیه بیا         

رسیانا را کسی    نیمیه هیای  رفتیار افیزاره  و ت زییه و تحلییل دقیی     رسیانا  نیمههای فرآیندهای اساسی حاکم بر عملکرد  افزارهلازم برای شناخا 

 کند.

 هدف کلی:
 رسانا اسا.های نیمهدف این درس کس  شناخا عمی  از ساختار و رفتار افزاره

 

 یادگیری:اهداف 
رسیانا اهمییا بسییار    هیای نیمیه  رفتیار افیزاره  فرآینیدهای حیاکم بیر     شیود کیه بیرای شیناخا    آشنا می موضوعا  زیردانش و با در این درس 
 زیادی دارد.

 رسانامرور فیزی  نیم

 P-N (P-N HETEROSTRUCTURES)فراپیوندهای 

 زنیپیوندهای تونلی و مکانیسم تونل

 TFEو  TE ،FEهای شاتکی در قال  مدلبررسی دقی  پیوندهای 

 MOSهای مبتنی بر خازن افزاره

 MOSFETبررسی 

 BJTهای مباحث پیشرفته در افزاره

 HBTبررسی ترانزیستورهای 

 JFET ،MESFET ،MODFETهای پیشرفته افزاره

 IMPATTزنی و های تونلهای فرکانس بالا مانند افزارهافزاره

 کوانتمیهای با ساختار افزاره

 های نوریافزاره

 



 رفتار ورودی:

-و عملکیرد الکترونیکیی افیزاره   مفیاهیم اساسیی، فرآینیدهای حیاکم و اریول رفتیار       اخا شین  پیشینه قوی از دانش و باید 

 رسانا را داشته باشد.های نیمه

 مواد و امکانات آموزشی:

 باشد.سایر امکانا  متداول تدریس میارائه این درس نیازمند ویدئو پروژکتور، اینترنا، وایا بورد و 

 روش تدریس:

باشید، در  رسیانا میی  نیمیه  یهیا به دلیل این کیه ایین درس یکیی از دروس اساسیی گیرایک الکترونیی  در زمینیه افیزاره        

کنییار تییدریس کعسییی  درس، مییواردی نیییز بییرای تحاییی  و تفحییم دانشیی ویان و تعمییی  بیشییتر موضییو  بییه      

 باید به رور  گزارش ارائه گردد. شود کهدانش ویان محول می

 دانش و باید:  وظایف دانشجو:

 حضور به موقع و مداوم در کعس درس داشته باشد. -1

 در بحثهای کعسی مشارکا فعال داشته باشد. -2

 به لاور مستمر با مرور مطال  درسی خود را به روزرسانی کند. -3

 شود را به موقع ان ام دهد.که توسط استاد درس ارائه می هاییپژوهکتکالیف درسی و  -4

 شیوه آزمون و ارزیابی:

 ارزیابی این درس بر اساس موارد زیر خواهد بود:

 حضور و مشارکا فعال در مباحث درسی 

 های کعسیو ان ام تحای  ان ام تکالیف و حل تمرینهای درسی محوله 

 آزمونهای درون کعسی 

 آزمونهای نهایی 



 

 منابع درس:
1- S. M. SZE AND K. K. NG, PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES, 3RD ED., WILEY, 

2007. 

 1391(، عبدالنبی کوثریان، انتشارا  دانشگاه شهید چمران اهواز، 1هادی )ترجمه کتاب ردیف فیزی  ادوا  نیمه -2

3- Y. TAUR AND T. H. NING, FUNDAMENTALS OF MODERN VLSI DEVICES, 2ND ED., 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009. 

4- S. M. SZE AND M. K. LEE, SEMICONDUCTOR DEVICES: PHYSICS AND TECHNOLOGY, 

3RD ED., WILEY, 2013. 



 فتة یکمه
 29/6/98تا  23/6/98)

 
 

 رسانامرور فیزی  نیم

 رسانا:نیمهای انوا  پیوندها در افزاره

 عای -پیوند فلزعای ، فراپیوند، -رسانارسانا، پیوند نیمهنیمه-، پیوند فلزP-Nپیوند 

 P-Nبررسی پیوند 

 چگالی بار فضا

 حل معادله پواسن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة دوم
 (5/7/98تا  30/6/98)

 
 توزیع میدان

 توزیع پتانسیل

 شعا  دیبای -لاول مشخصه

 دیفیوژن-مدل دریفا

 (رابطه شاکلی)آل ولتاژ: حالا ایده-های جریانمشخصه

 محاسبه چگالی جریان پیوند

 خازن پیوند

 های خاصحالا

 آلعوامل انحراف از حالا ایده

 پیوند شیبدار

 پروفیل تزری  دلخواه

 فرآیند بازترکی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة سوم
 (12/7/98تا  6/7/98)

 
 

 دو قطبی ترانزیستور

 بایاس ترانزیستور

 مود فعال مستایم

 مود اشبا 

 مود قطع

 مود فعال معکوس

 غلظا حاملها در امیتر، بیس، و کلکتور

 و گین جریان جریانهای مؤلفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة چهارم
 (19/7/98تا  13/7/98)

 
 

 آلیاثرا  غیرایده

 باری  شدگی گاف امیتر

 اثر کرک

 ت مع جریان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة پنجم
 (26/7/98تا  20/76/98)

 
 

 (HBTترانزیستور دوقطبی فراپیوندی )

 HBTهای جریان محاسبه مؤلفه

 HBTمزایای 

 ترانزیستور دوقطبی با بیس شیبدار

 ترانزیستور الکترون داغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة ششم
 (3/8/98تا  27/7/98)

 
 

 رسانانیمه-اتصال فلز

 تشکیل سد

 لایه تخلیه

 های فصل مشترکحالا

 سیلیسایدتشکیل تاثیر 

 کاهندگی نیروی تصویری

 تنظیم ارتفا  سد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتمهفتة 
 (10/6/98تا  4/8/98)

 
 

 فرآیندهای ترابری جریان

 نظریه گسیل گرمایونی

 نظریه دیفیوژن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة هشتم
 (17/8/98تا  11/8/98)

 
 دیفیوژن -نظریه گسیل گرمایونی

 جریان تونلی

 تزری  حاملهای اقلیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة نهم
 (24/8/98تا  18/8/98)

 
 
 گیری ارتفا  سداندازه

 ولتاژ-گیری جریاناندازه
 سازیانرژی فعال گیریاندازه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة دهم
 (1/9/98تا  25/8/98)

 
 

 ولتاژ-ظرفیا گیریاندازه

 گیری فتوالکتریکیاندازه

 ایساختارهای افزاره

 اتصال اهمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة یازدهم
 (8/9/98تا  2/9/98)

 
 

 رسانانیمه-اکسید-خازن فلز

 رژیم انباشا

 رژیم نوار تخا

 رژیم تخلیه

 رژیم وارونگی

 رژیم وارونگی شدید

 غلظا سطحی

 محاسبه میدان و پتانسیل

 و پتانسیل سطحیرابطه ولتاژگیا 

 محاسبه ولتاژ آستانه گیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتةدوازدهم
 (15/9/98تا  9/9/98)

 
 

 (MOSFETرسانا )نیمه-اکسید-ترانزیستور اثر میدان فلز

 تاری  کانال شیبدار و مدل کنترل بار

 رژیم بالای آستانه

 محاسبه چگالی بار سطحی بر حس  ولتاژ و مکان

 بر حس  ولتاژ و مکانهای آزاد محاسبه چگالی الکترون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة سیزدهم
 (22/9/98تا  16/9/98)

 
 

 محاسبه بار تخلیه در لاول کانال

 محاسبه توزیع میدان الکتریکی در زیر گیا در لاول کانال

 سورس-محاسبه جریان اشبا  درین

 رژیم تحرک

 میدان غیرخطی-رابطه سرعا

 اشبا  در رژیم پرتابیت زیه و تحلیل جریان 

 تأثیر بایاس زمینه بر ولتاژ آستانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة چهاردهم
 (29/9/98تا  23/9/98)

 
 
 

 ناحیه زیرآستانه

 سوینگ زیرآستانه

 کانال مدفون افزارهتزری  غیریکنواخا و 

 HIGH-LOWپروفیل 

 LOW-HIGHپروفیل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة پانزدهم
 (6/10/98تا  30/9/98)

 های مایکروویوافزاره

 ادوا  الکترون انتاالی و انتاال در فضای واقعی

 (TEDالکترون انتاالی ) دیود

 ساختار

 اثر الکترون انتاالی

 هامشخصه

 تشکیل حوزه

 مودهای عملکرد

 کاربردها

 RSTدیود 

 ساختار

 هامشخصه

 پدیده انتاال در فضای ئاقعی

 RSTماوما منفی در دیود  توریف منشأ

 IMPATTدیود 

 ساختار

 هامشخصه

 IMPATTمکانیسم 

 محاسبه جریان

 دریفتی-ساختار دو

 کاربردها

 TRAPATTدیود 

 DOVATTدیود 

 MITATTدیود 

 BARITTدیود 

 TUNNETTدیود 
 



 
 

 هفتة شانزدهم
 (13/10/98تا  7/10/98)

 
 ساختار سلول خورشیدی

 سلول خورشیدی سیلیکن کریستالی

 MISسلول خورشیدی سد شاتکی و 

 سلول خورشیدی چند پیوندی

 سلول خورشیدی سیلیکن آمورف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


